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Inventia se refex la un procedeu de ghere a unui compozit luminofor pe baza semiconmtudti calcogenic
amorf AsS; si compusului coordinativ al europiului(lll), subrfoa de straturi sulri si fibre optice, care poate fi
utilizat ™n industria optoelectroriic si anume pentru producerea dispozitivelor fotoluregente, pentru
Tnregistrarea, transmitergisamplificarea informgei optice.

Este cunoscut procedeul detiokre a compozitului luminofor pe baza materialidamiconductor amorf AS; si
compusului europiului EXDs.

Matricele din compozite au fost ftute prin metoda evapiii termice in vacuum pe substraturi de gticu
dimensiunile de 25x25 nfiva tintei aparte de AS; si Ew,O;. In final dug tratarea termic a stratului mixt in
atmosfes de azot la 180°C timp de 90 min setiob un compozit luminofor. Tn urma acestei arabxidul de
europiu difuzeazin stratul de AsS; [1].

Dezavantajele acestui procedeu dgrave a compozitului constau n:

- aplicarea aparatelor de vid, care sunt costisitoa

- aplicarea procedeelor termice cu utilizarea tenatpeilor Tnalte;

- straturile subri din acest compozit, din cauza cristatiz partiale a matricei amorfe AS; la tratarea termiccu
temperaturi mari, sunt slab transparemteu pot fi utilizate Tn optig si in fotonic;

- imposibilitatea de a depune straturi subtiri depozit pe arii mari.

Tn calitate de cea mai apropiatoluie servate procedeul de gimere a compozitului luminofor pe baza materialului
semiconductor amorf AS; si compusului europiului(lll) ExOs. Matricele din compozit au fost ghute prin
metoda depunerii laser pulsate pe substraturi idki stu dimensiunile de 25x25 nfna tintei aparte de AS; si
EwOs. In final dup tratarea termic a stratului mixt in atmosfarde azot la 180°C timp de 45 min seiob un
compozit luminofor. In urma acestei #dtoxidul de europiu difuzeazn stratul de AsS;[2].

Dezavantajele acestui procedeu dgrelve a compozitului constau n:

- aplicarea instaféei laser, care este costisitoare;

- aplicarea procedeelor termice cu utilizarea teatpeilor Tnalte;

- straturile subri din acest compozit, din cauza cristatiz partiale a matricei amorfe AS; la tratarea termiccu
temperaturi mari, sunt slab transparegteu pot fi utilizate in optig si in fotonica,

- imposibilitatea de a depune straturi subtiri depozit pe arii mari.

Problema pe care o rezalinvertia const in elaborarea unui procedeu deiére a compozitului fotosensibil
luminofor dintr-un semiconductor calcogenic amalé gxemplu, AsS;) si compusul coordinativ al europiului(lll),
in care se mame structura molecularsi proprietitile optice ale fieérei componente aparte in compozit: a
semiconductorului calcogenic amgricompusului coordinativ Eu(TTAJPhPOLNOs.

Problema se rezalvprin aceea & procedeul de almere a unui compozit luminofor pe baza semiconoluddi
calcogenic amorf AS; si compusului coordinativ Eu(TTAJPRPORNO; include dizolvarea sepadata
semiconductorului AsS; si compusului Eu(TTAYPhPO)NO; n propilamird sau monoetanolarniina temperatura
de 18..25°C, timp de 4.20 ore, amestecarea acestor giojentru oltinerea compozitului cu uritorul raport
masic, %: Eu(TTAXPhPOLNO; — 2,0...20,0, AsS; — restul,si omogenizarea la temperatura de.18&°Csi 0
presiune atmosfericnormatd, timp de 20..30 ore, depunerea amestecului lichidimit pe un substrai uscarea la
temperatura de 4550°C timp de 3.5 ore.

Rezultatul tehnic al inveiei const in urnitoarele:

- posibilitatea simgl de a okine un material cu fotosensibilitageluminozitate optim pentru inscrierea inforniei
holografice;

- pentru olinerea compusului nu este necésaplicarea tehnicii de vid, a laserului, a tempaibdr Tnalte;

- asigurarea gradului Tnalt de omogenitate al caritplor,

- posibilitatea de dirijare a tehnologiei, propiigbr optice si altor parametri ai compozitului prin vatia
componetei mixte.

Rezultatul dat se oime datorit gradului Thalt de omogenitate al materialelor $etasibile confegnate din soltii
chimice de semiconductori calcogenici amorfi, irrecae okine doparea optitna materialului cu ioni Eti.
Materialul este ofinut in condiii normale de presiung temperatut pe diferite suporturi.

Inventia se explia cu ajutorul desenelor din fig. 1-5, care reprezint

- fig. 1, formula de structéra compusului coordinativ Eu(TTAPhPO)LNO;,

- fig. 2, schema mostrei cu compozit fotoluminofi@ substrat, unde 3 este un suport din polietiteftedat sau
sticli, 2 - strat sukire de metal (cu rezistivitatea superfigiale 1§ Om/cnf, grosimea de ~ 100 A), 4 strat din
compozit fotoluminofor;

- fig. 3, spectrul de transmisie al compozitului,B£Eu(TTA)(PPOLNO; pentru concentten de 10% de
Eu(TTA),(PhkPO)NO; in compozit,

- fig. 4, spectrul de transpangral stratului Eu(TTA)(PhlPOLNOs;,

- fig. 5, spectrul de fotoluminesggnal stratului subire de compozit AsSy/Eu(TTA),(PhkPORNO; pentru
concentrda de 10% de Eu(TTAJPhPO)LNO; in compozit.
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Exemple derealizare ainvenyiei

Exemplul 1

Tn condiii normale de temperatiisi presiune se prétgste soluia care cotine AsS; si propilamiri Tn urmitorul
raport: AsS; — 8 mg, propilamia — 2 ml. Solgia se pregteste la temperatura de 18...25°C timp de 4...20 lare,
agitare contini. Amestecul final repreziatun lichid omogen de culoare galliaeschig. Din amestecul amut se
prepait probele necesare pe diferite substraturi ¢stigblietilentereftalat etc.), sub foanle straturi, care se usic
n termostat la temperatura de 45...50°C timp dé 8re.

Exemplul 2

In condiii normale de temperatirsi presiune se prétesc dod tipuri de soltii. Solutia 1 conine AsS; si
propilamird in urmitorul raport: AsS; — 8 mg, propilamia — 2 ml. Solgia 2 conine compusul coordinativ
Eu(TTA),(PhkPO)RNOs; - 2 mgsi propilamira — 1 ml. Solgiile 1 si 2 se pregtesc la temperatura de 18...25°C timp
de 4...20 ore, la agitare continuApoi soldiile 1 si 2 se amestécsi se agié continuu la temperatura de 18...25°C
timp de 20...30 ore. Amestecul final repreziah lichid omogen de culoare galliaseschis. Din amestecul amut

se prepar probele necesare pe diferite substraturi stipblietilentereftalat etc.), sub fo#nde straturi, care se
usua n termostat la temperatura de 45...50°C timp.dB 8re.

Exemplul 3

Tn condiii normale de temperatirsi presiune se pratesc dod tipuri de soltii. Solutia 1 conine AsS; si
propilamiri Tn urmitorul raport: AsS; — 18 mg, propilami — 2 ml. Solyia 2 conine compusul coordinativ
Eu(TTA),(PRkPO)NO; — 2 mgsi propilamira — 1 ml. Solygiile 1 si 2 se pregtesc la temperatura de 18...25°C timp
de 4...20 ore, la agitare continuApoi soldiile 1 si 2 se amestécsi se agid continuu la temperatura de 18...25°C
timp de 20...30 ore. Amestecul final repreziah lichid omogen de culoare galliasteschis. Din amestecul amut

se prepar probele necesare pe diferite substraturi ¢stipblietilentereftalat etc.), sub fo#nde straturi, care se
usuc n termostat la temperatura de 45...50°C timp.d8 8re.

Exemplul 4

In condiii normale de temperatirsi presiune se prétesc doa tipuri de soltii. Soluiia 1 conine AsS; si
propilamiri Tn urmitorul raport: AsS; — 49 mg, propilamii — 4 ml. Solyia 2 conine compusul coordinativ
Eu(TTA),(PhsPO)LNO; — 1 mgsi propilamira — 1 ml. Solyiile 1 si 2 se pregtesc la temperatura de 18...25°C timp
de 4...20 ore, la agitare continuApoi soldiile 1 si 2 se amestécsi se agid continuu la temperatura de 18...25°C
timp de 20...30 ore. Amestecul final repreziah lichid omogen de culoare galliasteschis. Din amestecul amut

se prepat probele necesare pe diferite substraturi tipblietilentereftalat etc.), sub fo#nde straturi, care se
usuc n termostat la temperatura de 45...50°C timp.d8 8re.

Exemplul 5

In condiii normale de temperatiirsi presiune se préiteste soluia care cotine compusul coordinativ
Eu(TTA),(PhkPO)LNO; - 1 mgsi propilamiri — 1 ml. Soluia se pregteste la temperatura de 18...25°C timp de
4...20 ore. Solgia finala reprezini un lichid omogendra culoare. Din soltia oltinutd se prepar probele necesare
pe diferite substraturi (stigl polietilentereftalat etc.), sub fo#nde straturi, care se usiin termostat la temperatura
de 45...50°C timp de 3...5 ore.

Compusul coordinativ Eu(TTAJPrPOLNO; bis(tenoiltrifluoroacetonato)bis(trifenil-
fosfinoxid)(mononitrat)europiu(lll) a fost glbut dug metoda analogicdescrid n literatua (Verlan V., lovu M.,
Culeac 1., Nistor Y., Turta C., Zubareva V. Photolnescence properties of PVP/Eu(TE@henPOLNO;
nanocomposites. Journal of Non-Crystalline Sola@d,1, 357, p. 1004-1007).

Sinteza compusului coordinativ Eu(TTAPEPORNO;

Tn 10 ml de etanol (96%) fierbinte (40...60°C) astfdizolvate 0,44 g (2 mmol) de tenoiltrifluorotar@ si 0,56 ¢
(2 mmol) de trifenilfosfinoxid. La sotia ohkiinutd s-au adugat 2 ml soltie de hidroxid de sodiu. Apoi a fost
adiugati prin picurare la amestecare contiraoluia din 1 mmol de nitrat de europiu in 5 mlas. In amestec s-a
format imediat un precipitat in fofirde cremi de culoare brurideschig. Precipitatul a fost filtrat, $jat cu etanol,
uscat complet in aer. S-attut compusul coordinativ cu masa de 0,85 g, ramdut sintezei este de 69,9%.
Pentru G,HzgFsEUNOYP,S,

Calculat, %:C = 51,49; H = 3,16; N = 1,15; S = 5,28.

Determinat, %C = 51,49; H = 3,48; N = 0,95; S = 5,14.

Depunerea compozitului fotoluminofor se efectdeprn metode cunoscute Tn literatumetoda de depunere prin
picaturi, metoda de ,menisc”, metoda de centrifugarejetiorul unor dispozitive mecanice etc. Grosimeatslui
de compozit fotoluminofor este dirijabiki variazi in fungie de concentt@® semiconductorului in saje, de
tehnologia de depunere etc. Grosimea straturiltmsénsibile constituie de obicei 0,2...6,0 um. Hedjile optice
si fotoluminescerta straturilor fotoluminofore au fost cercetate pmietode spectrale. Pentruisuiarile optice de
transmisie Tn domeniile de lungimi de andtraviolet— vizibil (200...800 nm) s-au utilizat aparatele &pel-UV si
VIS, firma CARL ZEISS Jena, iar pentruiagsurarea fotoluminesceri — monocromatorul MDR-12 dirijate de
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computer. Msuririle s-au efectuat la temperatura de 18...25°Gd#ta@ea fotoluminesceei cu radigie laser N (A

= 0,337um). Calculul parametrilor opticii al pragului lor de absotie a fost efectuat cu ajutorul metodei descrise
in literatui (Swanepoel R. Determination of the thickness gptital constants of amorphous silicon. Journal of
Physics E: Scientific Instruments, 1983, vol. 161p14-1222).

Masuririle spectrelor de transmisie ale straturilor tsulale compozitului AsSy/Eu(TTA),(PhkPOXNO; au adtat
coincidena pragului lor de absotie cu cel al stratului din materialul chalcogenis, %, ceea ce demonstréaz
structura molecular a compozitului se meime aceeg si servgte ca matrice pentru nanocristalele de
Eu(TTA)(PhPOLNO;. Tn afati de aceasta, pragul corespunde pragului de afisamoscut din literatarpentru
semiconductorul calcogenic amorf /&g respectiv (Swanepoel R. Determination of the théds and optical
constants of amorphous silicon. Journal of PhySicScientific Instruments, 1983, vol. 16, p. 1212R2si Popescu
M., Andries A., Ciumg V., lovu M., Sutov S.,Tiuleanu D. Fizica sticlelor calcogenice, ,l.E.$tiinta”, 1996,
Chisinau, p. 486), ofinut prin metoda de evaporare termin vid din material sintetizat AS;. In spectrul de
fotoluminescetii al compozitului AsSy/EUu(TTA)(PlkPORLNO; se evidetiazz maximumurile de luminescegn
caracteristice ionului B{i°Dy >'F, (i = (0,1,2,3,4,5) (fig. 4), banda principale emisie€’D, > 'F, este centratla
612 nm.

Dependeta intensittii fotoluminescerei de concenttga compusului coordinativ. Eu(TTAPPORNO; in
compozitul AsSy/Eu(TTA)(PhPOLNO; este attati in tabel. Cu crgerea concenttiei Eu(TTA)(PhPO)RNO; n
As,S; intensitatea de fotoluminesagncreste cu o tendith de saturare. Bburarea fotoluminesces a tuturor
probelor a fost efectuain acelesi condiii de excitare.

Dupa cum se obse#vin fig. 4 spectrul de transpateroptica are pragul de absaib care corespunde pragului de
absorlie cunoscut din literaté@rpentru semiconductorul calcogenic amorf&s oktinut prin metoda de evaporare
in vid din material sintetizat separat.

Tabel

Parametrii caracteristici ai straturilor sinbdin compozitul AsS;/ Eu(TTA),(PlPOLNO;

Concentriia Poztia maximu-mului
Eu(TTA),(PhPO)- NOs In dominant de
compozit, % fotoluminescetii, nm

Banda energeticinterzis a
com-pusului, eV

Intensitatea integralde
fotoluminescets, un. rel.

0 2.45 - -
2,00 2.45 612 250
10,00 2.48 614 800
20,00 2.52 613 1200

100,00 3.52 612 2500




